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Introduction :

Je nombreuses awnplications (sorvomécanismes,instrumcnts de
mesure, calculatcurs snsloriques,...) ndécescitent 1'amplification de
signsux dont le spectre s'étend jusqu'i des fréguences voisines de
z€ro, 2ussi les awvpelle ticn " Amplificateurs & courant continu "

Ces anplificateurs gqui ne ncuvent plus utiliser d'<$léments
réactifs (inductances ou cunacitds) mour assurer les lisisons entre
les divers ¢ta es, sont cncore capelés :"amolific:teuts liaison

directeV

Leur mise au point ost s‘ndraslement délicate car il est dif-
ficile de séparer le si nel utile des sifnesux peresites cui constitu-
ent LA ORIV,

i

Un peut 1 s classer de diflérentes fagons 1@

a) Suivant Ja_bande passante

Les amplificoteurs & faible bende nassante (zéro & quelques
kilz) com~e on en rercontre uans les servomécanismes, sont plus faci-
les 2 réalised que les amplificateurs & tres large bsnde (zéro & oucl-
ques mHz) oui sont 1tilis’s dens les oscilloscoves.,

.n effet, dans le premier cas, on veut faire appel & un ro-
dulateur et démodulateur & ddécoupare qui suporime totalement la ddri..
ve, ce proccdé n'étant plus possible pour les fréquences J1lévées.

b)uuiva~t 1'amplitude du siemal

La réalisation de 1 'amolificateur est relativement facile
si la veriation du si mnsl d'cntrée est importonte.



.n effet, la dérive cst alors né li eable par ravport au
signal utile ¢t on peut se limiter &% un ain fsible, ce qui permet 4!
utiliser veu dfdta es.

Le nrovleme est évidemment beaucoup dlus compliqué si ltem=-
nrlitude du sirnal cst du méme ordre de ,randcur que celle de la ddrive.

c) Suivant les »rocédds de corrcction ae la dérive

Un peut distincuer :

-Les €ta res compensés,
-Les étsres symdtriques,
-Les amslificateurs & dadcouparge.

IT. LIAISO:S PAR BATT-RIkS s

Le procédé le plus simple consiste & utiliser une batterie
pour au repos, ramener la tension de sortie d'un ¢tare a la valeur
convenable réclamée par l'entrée de 1l'dtage suivant.

III. _ONTAGK KN PONT

Le montare ordécédent a l'inconviénient d'utiliscr beaucoup
de batteries.

Un peut les rangger & une seule 2 condition de vrélever les
tensions succescives d'émetteurs ou de correcteurs zux tornes d'un

ront.
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+al ré ses avanta 'es cette solution est peu utilisde dans la
pratique.

I'n effet, d'une vart, le r2in des différents éta -es subit une
baisse sensible e¢n raison des résistances d'émetteurs Re que 1l'on ne
peut découvler par des capacités, d'autre part

lle pont lui-méme dis-
gipe une éner -ie importante.

Une autre solution consiste a4 ramener le niveau de la ten-

sion collecteuerc E,au moyen d'un diviseur de tension constitué rar
deux résis.ances R et R et par une botterie ip.

Ce procdéd¢ a l'incdnvénient de réduire le ain en résime va-
riable dens le rapport

Ry

s 81 les résistances du diviseur sont
R % R supposcées rrandes ar rapport a2 la
A" 72 résistance de charre.
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Remarque :

On donne & R, une valeur faible en régime dynemique en rem-
plagant R nar une diode A saz ou par une diode 4énir ( amie de ten-
sion assez {tendue).



Comme pour les tubes 4 vide, la dérive d'un transistor peut
avoir des causes multiples :

-Variation des tensions a'slimentation,
=Vieillissement,
-Variation des parandtres (re,rb,«.).

«otons en premier‘aze les variations des alimeniutions jouent
un rdle moins imvortant que pour les tubes.

.n effet, les alimentations sont de faible valeur (uuelques
volts seulement) et les sources sont stables (exploi de piles).

sn revanche, le paramétre "L-PERATURL ALBIANTE,joue un rdle
fondamental »our les transistors, alors qu'on pouvait le néglirer nour
les tubes étant donnde la terpndérature ¢leviée & laguelle fonctionnent
les cathodes.

“n définitive 1

Leule la dérive provoquée var les VAHIATIONS i LA E PERA-
TURE AsBIATL est A considérer.

L'dtude de cette dérive est imnortsnte car, d'une part, elle
nermet la réalisation d'arnlificateurs & liaison directe, d'autre onart
¢lle contribue & rendre stable les noints de repos d'un éts e & lisicson
par résistsnce - canacité.

On peut distinsuer trois paranctres fondamentzux qui varient
avec la tempéruture, soit :

-Le ain en courantty,
-le ceourant de saturation ILco,
-La d.d.n Vbhe.

Les paremeétres des transistors(re.rb.rc\varient aussi 1ldére-
rement nmais leurs variations sont faibles par rapsort sux priccédertes.

+héoriguement, on pourrait supsriver totslement la dérive
en fsisant fonctionner le transistor dens une cenceinte maintenue 2
température constante; ce qui est difficile &4 rdeliser sur le plan
pratique.



I.

VARIATION DL Ico.

Adontons provisoirement comme sens positifs,oour le rigime
continu en base commune, les sens récls des courants et des tensionss

i 1 X
'désirne le coefficient d'amplification en courant

continu, on a i

¢ =xXTe + Ico

H

Le courant Ico se mesure avec Ie = O (circuit de 1'émeiteur
ocuvert). Clest le courant bloguunt de la jonction collecteur - base
(ou co rant de saturation).

-eVo

Ico = Ioce kT
soit un asccroissement AT

elo

Ifco = In.e KT + kAT

fippliguons cette relstion au fermanium :

Jo = 0,72V,
t = 27°C

kT - 1,38.10.960 -1.58.9 # - 10.
eVo  1,6x10 x0,72 1,6x0,72

AN

——

T
10

I'co e

Ico




Ce co rant pour le Gernmanium double tous les 10°C et tous
les 6°C iour le silicium.

-algré cet avantage apparent du germanium, c'est en réalité
le silicium cui est le plus intéressant des deux car & la température
ombiante, le courant Ico cst beaucoup plus faible que pour le silicium,
soit & 20°C :

Ico = 10 Ja ( ;ermaniun)
Jdco = 0,5 p&4  (Silicium)

= c . —rE = c Te
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II. VARIATIONS de<x 3

Jane lo domeine des températures indusrielles (25°C & 200°C
nour le silicium), le coefficient d'amplification vpour le courant con-
tinu subit une varistion sensibleient lindzire avec la tempnérature.

I1 croit guand lez température ou;mente car le nombre de por-
teurs disvonibles pour constituer le courant collecteur est alors plus
élevé dans le circuit extérieur.

sonsid¢iant sur deux caractéristigues voisines relevées &
des températures diffdérentes lcs points de renos € et Q' qui corres-
pondent & un méme courant d'éme _teur.

On peut dire que lz pente statique §S?= tg © ) augmente avec

la température, a2lors que la pente dynamique (X = tz @ ) cst demeurde
la méme, ainsi peut-on exprimer la varistion du courant collecteur

Alc = Ie Sx+XATe

La variation dew ost sensiblement la m@mc oour le Gerrianium
et le Silicium soit

A(: S 1% par °C

Pour stténuer le nlus possible scs effets on a intsrét a
utiliser un faible courant collecteur.

Dans le cas des transistors & gain ¢levé, est trés voisin
de 1'unité, et on pent sens grande erreur né-liger ses varistions.
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JII. VARIATIONS )i Vbe :

Raizscmeme sy le schénma d'un transistor branché en base
conmune (voir vlus bas).

La csractéristinue d'entrde c¢st 1a cersctéristique d'une di-
ode oolarisde dans le sens passant et si, dans une »renidre snproxima-
tion, on né 1ld. e la résistance v'b = rbb! il vient

JYbe = o + rie Ie

1.0, seuil de conduction.
Quand la tempdérature augmente, la caractéristique se déforrmo
et pour une méme valeur du courant déme tteur, le point de repos se dénlmex
place de 4 en .
Ce déplacement corres ond 4 des variations du seuill et de la
résistance interne soit :

NEo
Dive = Ee + IeArte

DHMbe = K qui est sensiblen nt constant. Sa valeur

AT

est ncé ative, clle est & veu »rés la mére gour le Cermanium et »our le
Silieium soit :
K (Ge) = =2,2 nv/°C

K (si) = =2,5 =w/°C
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IV. Lo CALCUL DU LA JD-RIVE @

O

__fvvvv\p__+§;; <

_}_.

Proposons-nous de calculer la dérive d'un transistor branché
en dmettcur commun. S5i l'on utilisc les sens »nositifs du quadrioole,
il est possible de faire figurer sur le circuit cquivalent les diffé-
rentes causes de ddrive e¢n insérant deux sgénérateurs de coursnt dans
le circuit du collecteur et un .éndérateur de tension dons le circuit
b'e.

Pour supprimer la derive, il faut que le coursnt collecteur
demeure constant quand la t mpérature aurmente.

Blcs Alco . mple-Te b  Of-bdle olle 1o doC
ﬁfﬁlctul T AT AT ANT
611’3 = 515 = id!- id, dérive en courant.
Ld= 22 _F. AR
A &

On peut éralement calculer la dérive en tension ( ig=ed)

ed = AVbe + (Rg+rbbire) (Alco - IedR
x o8 X
La dérive deYpeut &tre négligdée var ranport aux deux sutress
d'autre part, si le ~énérateur d'attaque s une grande résistance, 1a
dérive de Vbe est pratiguenent ncutralisée, c'cst la condition qu'on
rézlise dans les dtezes simples pour obtenir un point de repos stable.

/
“n revanche, si Rg est faible, la dlrive de Vbe devient oré-
pondérante et seuls les montares eymétriques conduisent & un fonction-
nement satisfaisant.

Pour lcs transistars su Siliciun, la dérive de Vbe 1l'emporte
sur celle de Ico aux basses températures (jusqu'd 80°C), alors que
c'est le nhénozéne in-crse vour lés terpératures élevées.

La dérive de Vbe 2 l'avante e d'8tre stable ct facile a pré-
voir, c'est pourquoi il est toujours facile de trouver deux transiss
tors identiques possédusnt les €mes dérives pour les utiliser dans
un monta e gymétriquee AT

Z] <o
Q j'_(, = .I Co -—-Q(T- OIC
¥ ~5 s ) 14-‘

gﬁe >

Ecr = R K’c_f

s
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C - . OLTACES Dv. STABILISATION UTILISAS

1) lécessitd a’une stabilisation

Plusicurs procdéddés sont utilisds. Ondéfinit 1s facteur de
stabilisation par le raprort de la variation du courant collccteur & la varia-
tion du coursnt de saturation :

uand la température varie

dIco

Un peut calcul r facilement les facteurs de stabilisation
de transistors branchés,

S50it en base comrune S=1 d'aprés Ic =0 Ie + Ico
Soit en émetteur comrun

§=_1_ 250 d'aprés Ic = BIb +(B + 1) Ico.
1=
Cette démomination de S nesemble pas tellement losique. :in
effet plus S est prend plus le systéme est instable. I1 efit été préférable
de l'appeler (facteur d'instabilité).
pon Ueulonie
2) Stsbil§sation enire: base-et collectenr: s

=" N\ AANAN

B —l.5,
_ L(//// -ié%
= Ec

|

-

*;

On relie la résistance de vpolarisation Eb au collecteur
alors que dans lec monta e normel, elle est reclide directement 2 la betterie.

-~

On constete que si|Ic‘ tend &4 sugmenter pour une cause
guelconoue (variation de la temndérature amblante, changerent de transistor)
la chute de tension dans Rc croit, \Uce\ déeroit donclVbe\également,]Ibl
diminue.

£insi, le coursnt collecteour ne peut-il pas augmenter dans
les ménes proportions que si le courant base n'avait pas varid.

Calcul de S:
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Jbe = 0,1V e¢nviron (qufon nérlige)
- (Rb Ib + 2 (Ib + Ic) = geEc  (I)
« |Ic = Blv +{P + 1) Ico (11)

Tirons Ib de 1+ nremiére relation que nous porterons dans

la suivante
Ib = ibe -~ Re Ic

Rb + Re &
Ic = u¢ ~ Re Ie + (B + 1) Ico
P Rb + Rec x P
5 = dl¢c =
dIco

S = Rb + Re
He +(1-0)Rb

3) Stabilisation par résistance d'émetteur :

On insére dans le circuit de l'émetteur une résistance
Re et on 2limcnte la base A tension constante par l'intermédisire d'un pont
formé de deux rdsistances Riet R,branchdés sux bornes de e

P 2 Tb = _RARZ R
o _ ; Ra+ Rq_
e e y
. e Ec/ b =_c Rt ,J,
i h \A"\-L
N = )

ol ér‘iﬁ =
v i [ 2

4 i
in effet, par anplication du théoréme de Thévenin, on peut
débrancher le transistor en M et N puis calculer la f.c.m b du ;énérateur
de Thévenin ainsi que sa résistance interne Ib.

a) kxplication qualitative du phénoménes

Si le courant collecteur\lc\eugmunte, la chute de tension
dans Re augmente, ce qui provoque une diminution de tension entre la basc et
le collecteur - Le courant de la base diminue ce qui tend & réduire le courant
collecteurs
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b) cxplication nar le calcul de $ (on nérlige Vbe):

=
1]

Rb Ib + Re (Ib + Ic)
BIb + (B +1) Ico

(._J\/

Tou$ calculsfaits, on trouve :

[ 4]
]

e + Rb
lic + Rb (1-)

b

S =1+ e
1+ Rb (1=

le

Cette expression nous montre que le facteur de stabilisation
dépend du rapport
Hb

ite

Le transistot ©st d'autant plus stable que le rapport Rb/Re
e¢st plus faible. Far aillcurs, on doit limiter le plus possible la conson=-
mation d'énergie dans ces rdsistances; aussi adopte t-on géndralement pour
ce rapnort une valeur comprisc entre 5 ¢t 10.

5 £ _tb_£ 10
Re
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Cm‘ucttrisﬁq_uezso%g?_?ques Conditions de mesure Symboles Nl Unités
v tamb = 23 min.| nom|max] min) nom|max
Tension de claquage
dllecteur base Ic=-500.A, Vgg =0V V(BRJCBS -32 -32 Y
-
Tension de claquage
emetteur base Ig =-200 LA, Ic =8 V(BR}EBO -10 ! -10 V',
[g=2mA, Vep =-5V Y -10. -105 Vv
Tension base - émetteur ET SR N8 BE s
Ig =100nA, Veg=0 VBE -4004 -400} mVY
Courant résiduel de
collecteur Veg=-10V, Ig=0 Ico 10 =10F “uA
€o:.:ranf résiduel Yeg=-5V, Ic=0 o _550 ssol LA
d*émetteur o 75°C
Rapport de transfert direct Ig=2mA, Vcg=-5V ho1e 65 {130 100|220
du courant Ig =50mA,Vcg= 0 ha1g 95 135
(gain statique) Ig=100mA, Vcg =0 ho1E 80 105
Caractéristiques dynamiques (tamp = 25°C)
giuneies h : Vep = -5V, Ig = 2mA
f=1KHz
Rapport de transfert direct =
du courant (gain dynamique) hote 80 | 125|170 | 130180 {300 .
Admittance de sortie h27e 80 [110 100 1170y :A/V i
Impédance d'entrée hite 1,1 41,7 12,511,712.4 (3,8 K il
Rapport de transfert inverse
de la tension hl?e 6,5 18,5 8 13 10=4
Fréquence de coupure en :
€metteur commun : Ve = -2V, Ig = 10mA fha1e |10 [ 17 10 |17 KHz L
Fréguence du rapport de Vep = -2V, Ig = 10mA fy i 12 By 1,7 12,3 MHz
Jtransfert unité de courant ¥ =
Facteur de bruit Yem s v e = 0o
f=1000Hz, R = 500 2 F 4 110 4 {10 dB
Impédance intrinseque de Veg = -5V, Ig = TmA
HESy f = 0,45 MHz [Z124] 90 90 Q
Capacité de collecteyr Ve = -5V, Ig=0
f= 0,45 MHz Goc 40 | 50 40 | 50 pF
_ﬁ
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ASZ18 I

# . . . ¥
Cwuctcnshquucﬂuhques Conditions de mesure Symboles ASZ15 ASZ16 ASZ ASZ18 Unitas
. t =25 min.{nom| max ymin n<~*,1] max §min.fnc min [nom| max]
Courant résiduel de Vcg=-0,5V Icao 0,1 "o, v, 01] ma
cBllecteur VCB: Yepo mox Iceo 3 e 3 3 mA
. Ycg =-100V, 1, =100=C Iceo 30 30 mA
VYca=-60V, t 100 C IcBo 30 30 mA
Courant residuel de lc=0, VEg =-40V IEgo -3 -3 mA
collecteur I[c=0, Vgg=-20V IERo =3 -3 mA
Tension de saturation Ic=-10A,1g=-1A NeEd -04 -0,4 -0,4 -0,4 '
collecteur - emetteur
Tension de saturction Ic=-10A,1g=-1A ¥BEsar -1,4 -1,4 -1.4 -1,4 v
émetteur base
Potentiel flottant Ig =0, t g9 =100°C
émetteur - base VCB‘—’-&UV YeBH -0,5 -0,5 A
VCB =_-48Y Yegifl -0,5 -0,5 \
v
Courant de bass Vep=0,[g=1A Ig L175( (<50 b7.2l  baisl-13]  |-3s |9 33| mA
- Ve =0, Ig =6A g 190 || plespio  asspof  [asd ma
Pansion émetteur base Ycp =0, I[g =6A YEB 0,6 1,6 1,4 40,4 14 1,6 v
Rapport de transfert YeE==1V, lo=-1A haie  J20| |-ss|as|  |-130)-25 -75)-30| [0
direct du courant VeE=-1V, Ic=-6A hye  p1s| |-30]-3s| [sof-20| |[-as]20| |5
(gain stotique)
. z h21E1
Rapport des gains Ic =-03A 1,25 1,25 1,25 1,25
statiques de 2 tronsistors Rkt
epporiés Ic=-6A | h2ier 125 1,25 1,25 1,25
ha1e2
#eristiques dynomiques (1, = 25C)
Fréquence de tronsition | Vg =-5V, 1c=-14A rT 200 250 220 220 KHz
Capacité de collecteur Ve =-5Y,1g=0,f=500KH: | C_ 190 19 190 190 oF
Capacité d'émetteur VER=-5V,1c=0, f=500KH:| C, 150 150 150 150 oF
Ceroctéristiques dynamiques {tj =25°C)
Circuit I 5
Temps de réponse Rg=1001,R,=2200, R =120 | 14 2 2 2 2 I us
Temps de croissance o 25| 25 25 25 ] us
. i ASZ15: lg=_-75 mA
[Femps d'accumulation des | as716. Ig=-35 m.q(,c il 10 10 10 10| ws
Rottewrs ASZ17: 1g =-60 mA|
Temps de décroissance ASZ18:1g=-50 mA 1 20 20 20 20| us
| =2
% Circuit II
Temps de réponso Rg=10, R, = 1300, R =1,20} 14 1 1 1 1 LS
Temps de croissance : 20 20 20 20 | us
; ASZ15: 15 =- 1,354
Temps d'accumulation LB
é83 porteurs ASZ16: 1g =- 0,6 A!‘[C:*IOA s 15 15 15 158 s
ASZ17: Ip ==~ 1A \
Temps de décroissance ASZ18:1g =-1A t 35 35 35 35 ) us

&
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5 - CALCUL J.. L'A.PLIFICATEUR

I. L& 25RO D& L'ACPARCIL

1) Relation entre Icbo, Iceo

{ Ic =Ie + Ico (1)
2

Lie = Ib+ Ic (1I1)

Dans (I) remnlagons Ie oar (II)

Ic = &X(Ib + Ic) + Ico
Ie (1 =) = Ib + Ico

Ic = BIb +(p ~ 1)Ico

ol on fait Ib = O

Icco =(F + 1) Ico

La caractéristique du ASZ.17 Jebo = £ (tj) nous donne

5 mA nour 60°
BIcbo = 250 mA

La veleur de Iceo surait pu 8trc obtenue direcctement sur la
caractdéristique Iceo = f(tj) que nous avons tracde su lsboratoire.

Icbo

Ieceo

I

Or il faut que le courant de renos soit supérieur A ce courant
le dérive max (250 mA). ous ferons donc passer un courant de repos de 260mt,
ce qui corr svond :

4 = 15,40 on orendrs R = 155
260 .
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l. = LR “og,
e ‘
T
22 1

Jour cale ler R, nous n' vons considércs cue 1'¢tare de sor-
tic en feisant sbustraction de 1'¢ta e d'entrie®

L'examen du monte ¢ nous montre que 1a dérive relative au
0C 72 est de sens onposde & 1a adrive dfie au transistor 454 17.

Jési 'nons per la suite, pour simolifier, le OC 72 vnar Tpet
AS4 17 par Tzi.

~n effet, si la tempéroture de la jonction des deux trensise-
tors s'éléve (changement de température du milicu embiant, pesseuze d'un cou-
rant importent dens les transistors), le potunticl de A (potentiel de base
de Ty) devient moins nézatify il se pesse deux phénomines 1@

a) Le courant Icco relatif & T4 cntraine une diminution de
courant de collecteur de Ty,

b) Le courant Icco dfi & T,ougmente avee le température.
Mére amplifié, le courant de’Myrcste dans le mBme ordrc de ~randeur que celui
On »eut donc dire qu'il y a CO. 2.NSATION. Nous 2llons cale-
culer la dérive de chaque #toze et foire comme nous venons de voir la dif=-
férence.

2) Sérive du sréa-nlificateur

T A
T
l ! _ Re
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R% = (R + r) (Re)
1+ r + Re

R!, = Py + Rr
4+ 2 R+r

~n orenant 2 = 5 Kf, imvédence internc du géndérateur d'at-
taque et en svpliquent la formule donnant la valeur de S (trouvéerrécéden~
rent), il vient
5 = 10

— e o e - me W e —

L'examen de 1ln cersctéristique Icbo = f(tj) nous mon-
tre que si t casse de 25° (température ombiante) B§° 65°, 1s variation du
courant de grturstion dera

Icbo = 100 ué = U,1 mA
OrfJe = SAIco = 10 x 0,1 = 1nA

L'impddence d'entrée de TQ (d'aprés 1la corsctéristi-
que -~Vbe = f(=Ib) nous donne :

Zbe = 1500

Le courant collccteur qui sort de T4se partegera en

deux oarties égales ouisqu'il s deux chemins & suivre a'inmpddances ézgales.
Le courant aui arrive & l» basc du ASZ 17 secre 3
TmAh ¢+ 2 = 0,5 mA
Ce courant est anmnlifid P fois nar Ta

0,5 X 50 = 25 mA
Les 15flsont en veralldle sur la rdsistance de 4R,
la résistance équivalente scre
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R=15x4 = 3[ environ.
19

Le variation de tension corresgondante scra @
U=25%x3=175nV = 0,075 V.

3) Dérive de 1'Stagze de sortics

- S mm mm amm eem wen mmm e

L'asoplicstion de la formule trouvée nlus haut

S = Re + Rb s nous donne S = 30
e + Rb(1-) S
On voit que le sccond éta~e n'est nratiquement pas sta-
bilisé (La rdsistance d'émetteur ost tron faible)

— e el e e am e e e . .

Alco nax = 235 ma.
Dlc nox = 2,5 mA x 30 = 62,5 mA

La voristion de tension U2 :

U2 = 62,5 &= 15,5 nt

| <]

era s
0y2 V environ.

La varistion de tension nmox risultant. serait de 3
Umax = U2 max = U1l nax = 0,2 - 0,07 = 0,15 V,

L'erreur relative serait de :

0,13 x 100 (47 environ.
4 AN

Un voit que l'erreur acmeurc au maximum inféricure & /.
ce qui permet d'evoir une précision avpréciable.
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4) Celcul des polarisations sinsi que des courants de reoo

Ve = =8V; i1 =i2 = 266 nmA (toujours pour le zdro d-
l'appareil).
ic = ie y ¥2 =14 = 266mA .
Le potenticl de B scra 1
/B = 2,2 x 266 = 0,585V ¢n valeur absoluc.
Le potentiel de 2

VA = VB + VeB (1a diode émettecur - basc & une barri’
votentiel de 0,5 V d'oavrés les caractéristiques).

0,585 + 0,5 =1V

VA =117

Le courant i5, courant de base de T2 secrs de :
i5 = iZ/P = 266/50 = 5,32 nA

~n négligeant le courant passant dans 2,2k L
i7 = i8 = 12 = 1 = 74 mA.

150

T2 F¢rwmh

Ce qui donne ib = 1,19 ma

iS5 +ic =1

La chute de tension VBC sera de ¢
iC = 8V VB = 0,585V3
VBC = 8 = 0,5 = =~ T,4V.

La puisuance dissipée dans T2 scre de 3
Te4 x 0,266 = 2W cnviron.

On voit donc que le transistor doit dissiver une puis-.
importante. Il avpatelt donc ndéccssaire de vrdévoir un systéme de refroi
sement. Sur le montace cxoérirental, nous avons un gystéme & silettes-
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II- L'A PERE LTRU 8T TRAV.RSE PAR UN COURANT DL 1 A ¢

Ce courant de 1A nrovoque dans la rdés stance de 4qunc .
de potentiel de 4V.

VD = 8 + 4 = -4V,
Le courant qui traverse la rdsistance de 15 sera:

12 = =B = 0:5% 4,
15 15

Le courant total i2 sero la somnme des courants passan’
1'ampeéremétre (1A) et dens las résistance de 15 =

14 + 0,53 = 1,64
Japrés la caractéristique -Ic = f(-IB) & -Vece = -1V d-
Ib = 30 nmh.

D'autre nert, le courant collecteur est neu différent ¢
courant démetteur ie = ic. Le notentiel sera donc : (dgfa)

7,6X2,2=-3,5v
Le notentiel de A sera
=595 = 0,5 =4V

“n néglipeant le courant passant dans 2,2kf., le cou~
nassant dans la branche contenznt 150flsera :

12 - 4 = %35 md
Le couranlsgollecteur d- T1 sera :
53 - 30 = 25 mA

Le courant base s'obtient en divissnt par le B du tra-
23/B = 0}8 mA.

ilous savons que le rain en courant est la variation d»
rant de sortie sur la variation du courant d'entrée :

Le coursnt de sortie varic de O & 1A i is = 1A,
Le courent d'entrdée vorie de 1,19 nd 4 0,18 nmi s ie
Le soin sers de @

g=1A = 109
1mA

ou en dB :

G dB = 20 log1@05 = 60.




